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１．概要（Summary） 

有機・無機ハイブリッド膜上（下層膜）に P-CVD 及び

ALD を用いて薄膜形成し（上層膜）、それを高温処理し

た際の下層膜に対する上層膜の影響を評価した。 

 

２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】 

プラズマ CVD薄膜堆積装置(SiN) 

原子層堆積装置[FlexAL] 

 

【実験方法】 

Si 基板上に有機・無機ハイブリッド薄膜を成膜し、上層

に P-CVD及び ALDを用いて SiOを形成した。 

そのサンプルを 700℃窒素雰囲気で 1時間加熱し、下層

膜に対する上層膜の影響を評価した。 

サンプルの仕様は下記のとおり。 

（ⅰ）P-CVD SiO 100 nm 

（ⅱ）ALD   SiO  10 nm 

評価フローは下記のとおり。 

Fig. 1 Process flow. 

 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

各サンプルの熱処理前後での FT-IR スペクトルを 

Fig. 1に示す。 

(1)P-SiOを成膜後に Si-OHのピークが見られたのに対 

し、ALD-SiOではそれが見られなかった。 

(2)高温処理後、P-SiOでは Si-OH、有機系ピークとも著 

しく減少した。 

 

 

(3)高温処理後、ALD-SiO でも有機系ピークの減少は見

られたものの、P-SiO と比較して変化量は少なかった 

(4)P-SiO の有機系ピーク変化が大きかった要因は、

P-SiO に残存するシラノールが高温処理で脱水縮合し、

発生したH2Oで下層膜の酸化が促進されたためと考察

する。 

 

Fig. 2 FT-IR spectrum of each sample. 
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